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Nr Opis Ug I t
A. Sie ¢ z izolowanym punktem neutralnym, uktad sieciowy IT
1-l Ri; = 220 kQ R¢=0 Rp=o
1-l |R, =220 kQ R, =0 RA=2,60Q
1-1 Ri; =220 kQ R¢=0 RA=30Q
21 |R,=22kQ Ry=0 Ry =
2-1 |R,=22kQ R, =0 RA=2,60Q
2-11 Ri; =2,2kQ Rc=0 Ra=30Q
3-1 Ri; = 2,2 kQ R¢=0 Rp=o
3-1 Ri; =2,2kQ Rc=0 Ra =800 Q
3-1 Ri; =2,2kQ Rc=0 Ra=30Q
B. Sieé z uziemionym punktem neutralnym, uktad sieciowy TT
4  |Ra=o Re=20Q Rc«=0
5 R,=300Q Rg=20Q Ry=0
6 RA=2,6Q Rg=20Q Ry=0
7 RA=2,6Q Rg=20Q R«=10Q
8-a Ra = Rg=2Q R¢=0
8-b-l |R,=8000Q Rg=20Q R«=0

-1-




Nr Opis Uyg I
B. Sie € z uziemionym punktem neutralnym, uktad sieciowy TT , c.d.
8-b-Il |R,=2,16 kQ Re=20Q Ry=0
8-c-l |Ry=2,6Q Rg=20Q R¢=0
8-c-ll [Ry=2,60Q Rg=20Q Ry=40Q
8-c-lll |[Ry=260Q Re=2Q R =350 Q
8-c-IV |R,=300Q Rg=2Q Ry=0Q
8-c-V |R,=30Q Rg=20Q Re=40Q
8-c-VI |[R,=300Q Rg=2Q R =350 Q

C. Sie¢ z uziemionym punktem neutralnym i wsp6lnym przewod
ukiad sieciowy TN-C

em ochronno neutralnym PEN,

9 RLN=ZQ RB=ZQ Rk=0
10-1 RLN =402 Q RB =2Q Rk =0
10-1 |Rny=402Q Rg=2Q Rg =
11 RLNZZQ RBZZQ RkZOO

przerwa w przewodzie PEN

12 RLNZZQ RBZZQ RkZOO

zamiana fazy z przewodem PEN

D. Sieé z uziemionym punktem neutralnym i oddzielnym przew

odem ochronnym PE, uktad

sieciowy TN-S
13 R¢=0
l4-a |R;=10Q Rpe=20Q Ry = o
14-b |R,=5Q Rpe=20Q Ry = o
15-a-1 |R¢=0

brak potaczenia obudowy z przewodem PEN

15-a-ll |[Ry=40Q
brak potaczenia obudowy z przewodem PEN

15-a-lll |R,=350Q
brak potaczenia obudowy z przewodem PEN

15-a-IV |R,=2,9kQ
brak potaczenia obudowy z przewodem PEN

15-b-I |R¢=0
poprawne potgczenia obudowy z przewodem PEN

15-b-Il |[R,=40Q
poprawne potgczenia obudowy z przewodem PEN

15-b-lll |R,=350Q
poprawne potgczenia obudowy z przewodem PEN

15-b-IV |R,=2,9kQ
poprawne potgczenia obudowy z przewodem PEN




